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SP107

Vorlaufige technische Daten : 1/84
Hersteller: VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

Die SP 107 ist eine Si-pin-Fotodiode in einem werden kenn. Buchse mit Schutzkappe versehen.
Buchsengehduse, das mittels einer 18sbaren Sie ist fiir den Einsatz in LLKU-Systemen be-
Steckverbindung mit einem LWL-Kabel verbunden stimmt. Flanschbreite 8,4 mm. ‘
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e Bezugiliinye bei E = 1 klx

und Up = 20V Stot 1,5 2,0 =~ pA/klx

Am 25 Dunkelstrom &
TGL 0-75 N bei E = O Klx

und UR 20V
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" Dunkelstrom
bei E = 0 klx
und UR = 25 V

tisch i absolute

optische

[ Referenzebene | (spektrale) 2)3)
Farbpunkt Empfindlichkeit
Anode""f bei UR = 20 V; A= 820 nm

R : bei $K = 200 pm; )
| NA = 0,3 Sy Sa 0,4 0,45 - A/W

Masse: 4,0 g

Standard: TGL 55105

Geh#duse potentialfrei ausgefiihrt.
Das Bauelement ist sowohl fiir
Frontplatten, als auch fiir Leiter-
platten-Befestigung geeignet.




Impulsanstiegszeit _ 5 10 ns
Impulsabfallzeit tf
bei UR =20 V; A= 820 nm
RL = 50 Q;
tp = 1 ps; fp = 10 kHz
Grenzwerte bei % = -40 bis 70 °C
min. max.
Sperrgleichspannung UR - 25 v
Spitzensperrspannung,
periodische URRM - 25 v
Sperrstrom
beli E >0 IR - 2 mA
/ Betriebstemperatur-
bereich 3, -40 70 G
Lagerungstemperatur-
bereich iiber eine Vtg 40 50 %

Zeit von 1 Momnat

1) Normlichtart A nach TGL 37363

2) gilt nur fir Einkoppeld&mpfung von 0dB

3) werden LWL mit einer anderen numerischen
Apertur verwendet, so ist die entsprechen-
de Umrechnung vorzunehmen
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RedaktionsschluB Dezember 1983

BE-Nr. SP 107: 137 86 22 003 107101

Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschlieBlich der information!

Es konnen daraus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.
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